przyrzady potprzewodnikowe 'KRUNITRR

1=1 LAMINA

DIODY

KATALOG SKROCONY 1986



Opra

oowani e

mgr Int. 2orta Tatarkiewloa
mgr Int. Wojoleoh Wierzblokl

Spis

Program produkcyjny w zakresie dlbd
Syka* oBnaosen

Sp&sbéb osoaosanla

Podstawowe paraaetry t uiiarakterys-
iyfti

FolgOEonla réwnolegle

Poinoeonla SBeregowe

Wh:aa nona

treé6ol

i Diody ogd6lnego zastosowania 7
2 Diody olslconapleolowe 8
2 Diody szybkie 8
Diody Sohottky"ego 8
S Dane dotyoanoe oblodzenia 1 aon-
6. tatu 9
0 Zarysy i wymiary diod 12
6

wydawoa

Zaktadowy O.Sroslok Informacji

Druk

Naukowej Technicznej i Ekonomicznej

ZE LAMINA zam.nril59 /§J/85



Zaktady Elektronowo “Lamina™ produkuja w szero- pieciowe oraz tanie diody niskonapieciowe/,dio-

kim asortymencie diody oparte na wkasnych opra- dy szybkie i diody Sohottky*ego.

oowanlaoh oraz na lioe.nojaoh zagranloznyoh. Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe infor-
W programie produkcyjnym ZK "Lamina" znajduja maoje dotyczgoe poszozegdlnyoh grup i typow diod
sie diody energetyczne /w tym diody wysokona- oraz ioh prawidtowej eksploatacji .

PROGIIMI  PRODUKCYINY W ZAKRESIE DIOD

Tablloa 1
F/AV/m rry VI
Typ diody
©88 6858888888888 ,888%
eV c™M [eY] oM oM o @

10

10
D22-10 10
D32-30, 30
D00-100 100
D0O0-150 150
D00-200 200
D00-260 250
D00-300 300
D20-300 300
D20-400 400
D00-450 450
D20-500 500
D20-800 800
D20-1100 * 1100
D20-1600 1800
D3i-100...Y2"» 100
D88-100...Y2/ 100
D5i-160...Y2/ 160
D61-180...Y2/ 160
D88-1e0...Y2/ 180
D81-200...Y2/ 200
D88-200...Y2/ =200
DR12-101/ 10
DU22-i02/ 10
DR51-80 80
DR51-100 100
i)nai-i6o 160
DR51-200 200
DR33-320 320
UR63-400 400
MBR 1045 10 45
MBR 2545 25 45
MUR 3535 35 35
MUR 3545 35 45
MBR 8013 30 45

Nowo iiriiohoniion Li - przewiduje °ip proJtikcj«; od roku 1983.



intkAZ  OZMACZFifi

Ponizej zostaty podana oznaczenia literowe i na-
zwy podstawowych parametréw i wielkosci dotyosa-
oyoh diod(wystepujace w niniejszym informatorze.

Up,Up - napiecie przewodzenia,

UpM - szoaytowe napiecie przewodzenia,

NA«/ " napiecie progowe,

ubD ,UK ~ aaP ™ © 1< wsteoane,

gﬁPU “ czczytowa wsteczna napiecie pracy,

oHVPVU “ powtarzalne szoaytowe napleoie wsteoz-
ne

°RSM “ niepowtarzalne szoaytowe napleoie
wsteozne,

U/FIR/  ~ napleoie przebicia,

ly.ip - prad przewodzenia,

*F/AV/ * 6redni prad przewodzenia,

mN/AY/« ~ Prc® graniczny,maksymalny Sredni prad
przewodzenia,

*F/RMS/ ~ eScut802ny prad przewodzenia,
IF/0V/ “ Prz6ot{hi:&lowy prad przewodzenia,

Ipy - szczytowy prad przawodssnin,

1IFtM ~ niepowtarzalny czczytowy prad przewo-
dzenia,

Ipt - parametr przecigzeniowy,

IR ,1H - prad wsteozny,

ZRM - szozytowy prad wsteozny,

iRM - powtarzalny szozytowy prad wsteczny,

- czas odzyskiwania zdolnosoi zaworowej,

- wydatek objetosciowy wody chtodzacej

Qri. - +adunek przejsciowy,
Tj - temperaturo z#tacza /struktury/
Tq - temperatura obudowy,
T - temperatura otuoser.la.
ot - predkos6 przeptywu powlotrza,
RtH - rezystancja cieplna,
thjo - rezystancja oieplna ztgcze-obndowa,
,ither “ resy,, W 5la cieplna obudowa-radiater.

sposobb oznaczania diod

Wyréznia sie dna sposoby oznaczen:

Spos6b 1| - zgodny z przepisami normalizacyjny-
mi RWPG obejmujacy diody produkowane
od roku 1980.

Sposéb 11 - dotyozy diod mocy, ktérych produkcje
podjeto przed rokiem 1980.

okrosla
podstawowe oeohy i parametry diody. Sktada sie
ono ze znakéw Ilterowyoh i.oyfrowyoh potaczonych
w grupy w odpow”odnied kolejnosci.

W obu systemach oznaozonle kodowe

Budowa oznaczenia wg sposobu 1

DXXXX=XX=X=-X=-X=-X
L szozog6lne zastosowanie diody,

\ 1 \dodatkowe wymagania dotyozgoo
solekojl na parametry elektiyoa-
no

X-do praoy roéwnolegtej

B-do praoy szorogowej

C-do praoy azeregowo-réwnoleg-

tej,

dla diod szybkich - grupa ozasu
odzyskiwania zdolnosol zaworo-
wej wg tablicy 4,
klasa napieoiowa diody, tj.war-
tosé powtarzalnego szczytowego
napleola wsteoznego UnRfI> wyra-

zona w setkach woltoéow /dla
°RRM 100 V  "ystepud® A5-50 V 1
A2 - 25V /,

.polaryzacja diody:R - anoda po-
+aczona z podstawa,
.prad graniczny diody ~/Ay/n"*
amperaoh,
.cechy konstrukoyjne diody wg
tablicy 3, (¢
.odmiana wymiarowa koncéwek dicefor
wg tablloy 2, wystepuje tylko w
przypadku wykonan niestandardo-
wych,
wielkos6 wymiarowa diody,
.szczegb6lne cechy diody:

L - dioda lawinowa

R - dioda szybka

.dloda



Od miany

Znak
nr

/atan-
dard/

/stan-
dard/

m O O W >

/s tan-
dard/
A

B

/stan-
dard/

X/f Dotyozy takie diod o pclarytaoji
Zaméwienia na diody w wykonaniu niestandardowym nalezy uzgadnia¢ z producentem.

Uwaga:

Grupa

mnks.trr //us/

Mi 2x1,25

MI2x1,25
MI2x1€25
mM1i2xl,25
«12x1,25
«12x1,75

«20x1,5

«20x1,5
«20x1,5
«20x1,5
«20x1,5
«20x1,5

M20x1,5
M20x1.,5
. M20x1,5

wymiarowe

20.5

20.5
13.0
20.5
13.0
20.5

27.0

27.0
27.0
27.0
16.0

18,0

27.0
18.0

16,0

Znak nr 5
1
2
3
8
0
nie
okresla
sie

108

150
150
250
108
108

138

100
185
260
138
260

250
250
250

170
250
300
350

kodo dfek diod

8,6
8,6
8,6
8,6

10,5

8,6

10,5

8,6
8,8
8,6

R.

Oznaczenie diody

DOO-100, D0O0-150, DR51-80, DR51-100,
D51-100...Y, D51-160...Y

DSAi-100, D5A1-150, D5A1-100.,,Y,D5A1-180...Y
D5B1-100, D5B1-150, D5B1-100. ..Y, D5B1-180. ..Y
D5C1-100, D5C1-150, D5C1-100..,Y,D5C1-160...Y
D5D1-100, D5D1-150, D5D1-100...Y,DODi-180...Y

D5E1-100, D5E1-150, D5E1-100...Y,D5B1-180...Y

D00-200, DO0O-250, DR81-160, DR81-200
D81-180...Y, D81-200...Y

D6A1-200, D8A1-250
D8B1-200, D8B1-250, D8B1-180.,,Y,D81B1-200,, ,Y
D6C1-200, D6C1-250, D8C1-180.. ,Y,D61CI-200...Y
D8D1-200, D8D1-250
D8E1-200, D6E1-250

D00-300, DO00-450
D7A1-300, D7A1-450

D7B1-300, D7B1-450

D68-100,..Y, D68-180...Y, D86-200...Y

D6A6-100...Y, D8A6-180...Y, D8A8t200. ..Y
D6B6-100...Y, D8B8-180...Y, D6B6-200...Y
D6C6-100...Y, D8C8-180.. .Y, D8C8-200...Y

Ceohy konstrukoyjne diody

Dioda Srubowa z konodwka linkowg

Dioda Srubowa z konhcéwka sztywng

Dioda pastytkowa

m Dioda o podstawie plaskiej z koncowkg linkowg

Tablica 2

Tablloa 3

Tablloa 4



Przyk+tad oznaczenia

Dioda szybka wielkosol 6 2z podstawg $rubowg Tablloa 8
i koncoéwka Ulinkowg w wykonania standardowym
o pradzie granioznym 160 A, anoda potgczona Oznaozenle Wartosé Upy
z podstawag, powtarzalne szozytowo napiecie wste- grupy UpU \Y
czne 1000 V, ozas odzyskiwania zdolnosol zaworo-
wej maks. 2 fia.t A 0,990 - 1,060
DR61-160B-10-5 B 1,040 - 1,110
Budowa oznaozenla wg sposobu IX c 1,090 1,160
D 1,140 - 1,210
"QXX=-XX-X-X
1 dodatkowo wymagania dotyosgoe selek- E 1,190 - 1,260
ojl: . .
X-do praoy réwnolegtej 1,240 - 1,310
| B-do praoy szeregowej 0 1,290 - 1,380
C-do praoy szeregowo-rdwnolegtej
klasa napteolewa diody, tj-warto6d H 1,340 - 1,410
powtarzalnego szqzytowego napleoia K 1.390 - 1.480
wsteoznego < wyratona w setkach
wo I téw L 1,440 - 1,510
. .polaryzacja diody, R~anoda potgozona U 1.490 - 1.560
z podstawa
ii prad graniczny diody Ip/jwfa* aape- N 1,540 - 7610
raoh e P 1,590 - 1,860
kolejne wykonania
d 1,640 - 1,710

rodzaj konstrukcji:
0 - podstawa Srubowa s 1,890 - 1,780
1 - podstawa ptaska

2 - obudowa pastylkowa T 1,740 - 1,810

dioda u 1,790 - 1,860

Przyk+t+ad oznaozenla W 1,840 - 1,910

Dioda w obudowie pastylkewej c pradzio granlcz- L 1,890 - 1,960

nym 1600 A 1 powtarzalnym szczytowym napieciu 7 1,940 - 2.010
wstecznym 1200 V; — <

D20T1600-17. Przyktady oznaozen grup napiecia przewodzenia;

V obu systeaaob oznaczenh diody przeinaczone do 1?artos6 Upy A/ Oznaczenie
praoy rownolegtej sg oznaczone dodatkowo li-

terami umieszczanymi na korpusie, okreslajacymi 1,140-1,210 B D
grupe napiecia przewodzenia Upy wg tablicy 5.
Napieole to Jest okres$lane przy pradzie pomiaro-
wym podanym w normaoh przedmiotowych.

1,690 - 1,860 SuU

W ogélnym przypadku rozrzut napiecia przewodze-
nia diod przeznaczonych do praoy réwnolegtej
zile powinien przekraozaé - 5%.

Powyzsze sposoby oznaczeh nie dotyczg diod
Sohottky"ago.



PODSTAWOWE " PARAMETR? I CHARAKTERYSTYKI

Ponizej zostaty przedstawione przebiegi podsta-
wowych charakterystyk diod dla okreslonyoh tem-
peratur. Stosujgo diody w uktadaoh przeksztatt-
nikowych nalezy bra¢ pod uwage wptyw temperatu-
ry na ich paramotry oraz wspétzaleznos¢ wiekszo-
Sci parametrow od siebie.

Charakterystyka napieolowo-pradowa stanowi pod-
stawe okreslania granloznyah wartosol parametroéw
/rys._i/. /

T'moonst  iA * kierunek przewodzenia

WFAV)M
BN L i -
%o ef

1 kierunek waleczny
|
1

1 *® |

Rys. 1i. Charakterystyka napieolowo-prgdowa diod
z podaniem podstawowyoh parametréw napieciowych
oraz sposobu aproksymacji napieoia progowego.

napiece | napiece A napiecie | napiecie
nsteczne  przewodzenia  wsteczne przewodzenia

Rys. 2, Przebiegi czasowe pradu i napiecia w
diodzie prostowniczej ilustrujace procesy przej-
Sciowe .

Na wykresie sg zaznaczone charakterystyczne
wielkosci napie¢ wsteoznych diody oraz Jest po-

dany spos6b aproksymaoji jej napieoia progowego

“fA o/

Procesy przejsoiowe zaohodzgoe w diodach podczas
zmiany warunkéw praoy z.kierunku przewodzenia na
kierunek wstoozny i odwrotnie sa przedstawione
na rys.2. Z podanych przebiegéw wida¢, zo musi
uptynaé okreslony przedziat czasu, w ktérym na-
stepuje ustalenie sie parametréw diody prostow-
niozej. Omawiane zjawiska,odgrywajg istotng role
szczegblnie w diodach szybkich,przewidzianych do
praoy w warunkaoh podwyzszonej czestotliwosSci.
Czas odzyskiwania zdolnosci zaworowej t dla
krzemowyoh diod prostownlozyoh zwykdych wynosi
zazwyczaj od kilku do kilkunastu mikrosekund.

Z parametrem trr wigze sie Htadunek przejSciowy
diody Qrr, ktérogo wartos¢ wyznacza sie na pod-
stawie przebiegu pradu wstecznego w, stanie nie-
ustalonym.

Przeolgzalnosé pradowa diody Jest to zdolno$¢ do
znoszenia obcigzenia wiekszego od pradu znamio-
nowego bez uszkodzen 1 bez zmiany whasoiwosol
w okreslonym ozasie 1 w okreslonyoh warunkaoh,na
ktére sktadaja sie warunki oieplne, prad przewo-
dzenia poprzedzajaoy przeciazenie oraz napleoie
wsteczne wyotepujaoe po przeolazenlu.

Przeolgzalnosé pradowa diody /rys. 3 / moze by¢
wyrazona za pomooa:

-krzywej roboczej przeoigzalnos$oi
1p/0y/=»f/t/ ,ustalonej przy zatozeniu nieprze-
kraozanla maksymalnej dopuszczalnej tempera-
tury struktury Tj Qa3C, co Jest
przeptywem przez diode w okresie poprzedzaja-

pradowej

uwarunkowane

oym przeciazenie - pradu przewodzenia o warto-
Sol mniejszej od pradu granloznego;

- krzywej granicznej przeoiazalnosoi pradowej
ustalonej przy zatozeniu mozliwosci przekro-
czenia temperatury Tj max ogranlozong liczbe
razy w okresie eksploatacji diody w wy-
niku stanéw zaktéceniowych w obwodzie; krzywa
ta stuzy przede wszystkim Jako podstawa doboru
bezpiecznikéw topikowych uzywanych do zabez-
pieczania diod od przetezen;

- parametru przecigazeniowego \]12dt, oznaczanego
réwniez symbolem 12t, dla czaséw niniejszych
od i0 ns /1...10 ma/.



Rys. 3. Charakterystyki przeoigzalnosoi pradowej

diody.

1 - krzywa granlosnej przeoigzalnosoi pradowej
przy T. » 25 C

2 - kr*ywaJdjak w przypadku 1 przy T. = 175 C

3 - krzywa roboozej przeoigzaloosol”pradowej -
prad poprzedzajgoy przeoigzenie Ip~lp/Ay/m*

Potaczenia ré& tnolsotb

W przypadku, gdy wymagana Jest wieksza obcigzal-
no$¢ pradowa niz mozna uzyska¢ z pojedydozej
diody, stosuje sie rownolegte +gozenle diod.
Trudnosci zwigzane z bezposrednim potgozenlem
réwnolegtym wynikaja .b rozrzniu charakterystyk
napleoipwo - praflowyoh w stanie przewodzenia.Po-
woduje on nieréwnomierny rozptyw pradéw w stanie
ustalonym w poszozegélnyoh gateziach / wigkszy
prad w diodaoh o mniejszym napleoiu przewodzenia
réwnolegtyoh

1 odwrotnie/. Przy potaczeniach
niezbedne Jest speinienie nastepujaoyoh podsta-
wowych warunkoéw*

- wszystkie diody powinny natezed do tej samej
"grupy napieola przewodzenia,

- najwieksza wartos¢ pradu obciazenia ptynacego
przez grupe diod potaozonyoh réwnolegle powin-
na, byé mniejsza 6d sumy graniosnyoh pradéw po-
JedyiSozyoh diod.

W oelu uzyskania dostatecznie réwnomiernego roz-
pdywu pradéw stosuje sie dobdor diod ze wzgledu
na charakterystyke napleoiowo-pradowg w stanie
przewodzenia.Zazwyczaj- wystaroza dopasowanie pod
wzgledem wartosci napieola przewodzenia przy
pradzie granicznym.
Rozrzut charakterystyk diod moze nie stanowié
gtbébwnej przyczyny nieréwnomiernego rozptywu prag-
dow przy podgozenlu réwnolegtym. Istotny wptyw
na rozptyw pradu ma réwniez rozrzut Impedanoji
poszczeg6lnych gatezi wskutek réznic w sposobie
prowadzenia potaczed badz wskutek rozrzutu rezy-
stanoji bezpiecznikéw topikowyoh, z reguty wikag-
czanych szeregowo z kazda dioda.

W przypadku zbyt duzej nieréwnomlernosci rozpty-

wu pradéw konloczne jest stosowanie elementow

wyréwnawczych, np. rezystoréw +aczonych szerego-
wo z diodami pracujacymi roéwnolegle, co Jednak
obniza sprawnos$¢ catego uktadu.

POLACZENIA SZEREGOWE

Jezeli napleole w uktadzie przekracza znamionowg
wartos¢ napiecia pojedyriozej diody, zaohodzi ko-
nleozno$6 szeregowego +gozenla diod. Niezbedne
Jest wéwozas spednienie nastepujgoyoh warunkéw:

- wszystkie diody powinny naleze¢ do tej samej
klasy napleolowoj,

- maksymalne napleole przytozone® do grupy diod
potgozonyoh szeregowo powinno byé mniejsza od
sumy powtarzalnych napie¢ pojedydéozyoh diod,

W stanie ustalonym napleole roztozy sie na po-
szozeg6lnyoh diodaoh odpowiednio do przebiegu
ioh obarakterystyk napieciowo - pradowych) im
wiekszy bedzie rozrzut przebiegu charaktery-
styk, tym wieksza bedzie.nleréwnomierno$é roz-
k4adu napieola przy potgozenlu szeregowym,
Nleréwnomiernosé rozktadu napieola wiagze sie
réwniez ze etanami przejsciowymi diod energetycz-
nyoh; zalezy od rézni¢ szybkosoi odzyskiwania
zdolnosci zaworowej poszozegélnyoh diod. Dobér
diod do pracy szeregowej polega wieo na selekoji
ze wzgledu na przebieg oharakterystyfcl wsteoznej
1 ze wzgledu na 4adunek przejsciowy Qrr. Sama
tylko selekoja diod nie zapewnia réwnomiernego
rozktadu napie¢ w potgozenlu szeregowym. Stosuje
sie odpowiednie ukdtady wyréwnawoze np.roéwnolegte
do diod wkaoza sie rezystory, tworzace dzielnik,
ktéry wymusza whasciwy rozkdad napieola w sta-
naoh ustalonych. Ze wzgledu na polepszenie rozk-
+adu napie¢ w stanaoh przejsciowych stosuje sie
pojemnosoiowe dzielniki napieola.

WYKAZ NORM

Nazwy, okreslenia, oznaozenia literowe, symbole
graliozne, wymagania i badania w zakresie krze-
mowyoh diod =zostaty objete kompletem polskloh
norm.Postanowienia tych norm sa zgodne z miedzy-

narodowymi zaleoenlaml IEC i RWPG.
Zestawienie polskloh norm /PN/ zwigzanych z dlo--
damni.

Tablloa 6

LP Numer normy Tytut

1 PN-83/E-82050.00 Podprzewodnikowe przyrzag-
dy mocy.Ogélne wymagania
i badania

2 PN-82/E-82050.01 Po6¥przewodnikowe przyrzag-
dy mooy. Nazwy,okreslenia
i oznaczenia literowe pa-
rametroéw

3 PN-82/E-82050.02 Pé4przewodnikowe przyrzg-
dy mocy.Parametry grani-
czne i charakterystyki.



o.d.

-Lp Numer normy

Tablioa 6

Tytud

4 PN-83/E-82050.03 P4#przewodnikowe przyrzady
mooy.Badania alektryozne

5 PN-83/E-82050

~Wartos¢ Tj Bigj. zalezna Jest od wartosci

.04

i wynosi:
TJ max -190°C
TJ max =i75°f

TJ max

='3»V

mocy .

nyoh systeméw
Nazwy,okreslenia
literowo parametrow.

nia
DIODY OGOLNEGO ZASTOSOWANIA.
URRM
Typ
\%

100+800

900+1300

D22-10-A5...16 5041800

D22—}OIR—Ai5. ..16

D32-30-A2...10 2541000
D32-30R-A2...10

DOO-100-01...18 100+1800
DO0-100R-01...18

D00-150-01...18 100+1800
DOO-1SOR-01...18

D00-200-01...32 100+3200
DO0-200R-01...32

D00-250-01...32 100+3200
D00-250R-01, ..32

D00-300-02...40 200+4000
DO0-300R-02...40

D20-300-01...32 100+3200

D20-400-01...32 100+3200

D00-450-02...32 20043200
D00-450R-02...32

D20-500-02.. .40 200+4000

D20-800-02...32 200+3200

D20-1100-01...32 100+3200

D20-1300-01...32 100+3200

URRM
1200 Vi

2000 Vé,W I

IF/AV/m

A

10

30

100

150

200

250

300

300

400

450

500

800

1100
1600

<1200 V

URRM < 2000 V

Potprzewodnikowe przyrzady
Radiatory powietrz-
ohtodzenla.

i oznacze-

~RMS

U1UIM

16,7

a7

157

235

315

400

470

470
830

710

790
1250
1725
2500

*FSM

190

190

190

420

2100

2700

5000

5450

8300

5000
5500

7700

6400
7700
10900
14500

12t

A2s

180

180

180

880

22x103

36,5xi03

125x103

150X103

200x103

125x103
150x103

300x103

204X103
300x103
000x103

1050x103

max = 175°C

Bnx = 150°C

T
1 max

°C

140

140

140

150

1101/

ieoly/

laol/

1501/

1901/

1901/
1901

1901

1901/
1901/
1752/
1752/

Tablioa 7
" masa nr

K rys.
11 3
11 6
7 5

11 7a
125 8
125 8
250 12
250 12
500 13
80 14
80 14
500 13
280 15
280 15
500 16
500 16

URR\I < 1200 V

URW

i 1200 V
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DANE DOTYCZACE CHLODZENIA 1 MONTAZU

Tablioa 11
Typ zestawu Rezystancja _ Typ zestawu Rezystancja - Rezystancja cieplna  Wartos6 sity dools-
_ N radiatorowego oleplna radia- ohtodnloy cieplna chtod- R ku /kN/ lub” momentu
Typ diody To max powietrznego tora przy wodnej nicy przy wewnetrzna przejsota skrecajacego /Nm/
VQFf » 5 m/s Q = 7,5 1/mIn RthJo R thor
Oy °C/iT Cw °CA /I
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DO1-10 100 RLSOg 6 2,5 /1,5 t 2,0/ Nm
D3A2-10 100 RL30g6 2,5 /1,5 * 2,0/ Nm
D22-10 100 RL80g5 2,5 /1,2 + 1,5/ Nm
DR12-10 100 RL60g 6 /i,5 * 2,0/ Nm
DU22-10 100 RLSOgS i.7 /1,2 * 1,5/ Nm
D32-30 100 RM80g6 1,5 2,0 Nm
DRS1-80 140 RP127-150 0,198 0,25 0,12 / 14 ¢ 17 / Nm
RM100g12 0,174
DR51-80R 125 RP12T-150 0,198 0,35 0,12 / 14 & 17 / Nm
RM100g12 0,174
D00-100-01. . .10 130 RP127-150 0.108
12...13 115 0,35 0,12 / 14 ¢ 17 / Nm
01...10 130 RM100g12 0,174
12...18 115
D51-100 .. .Y 100 RP127-150 0,198 / 14* 17 / Nm
RM100g12 0,174
060-100 ...Y 100 RM100 0,174 0,25 0,10 /2,5 + 3,0/ Nm
DH51-100 125 RP127-150 0,198 o:g 0,12 / 14 & 17 / Nm
RU100gI2 0,174
D00-150-01...10 110 RP127-150 0,198 0,35 0,12 / 14 + 17 / Nm
i2...ia 95
01...10 110 RM100g12 0,174 0,35 0,12 / 14 & 17 / Nm

12, ..18 95



D51-130 ...Y
D61-180...Y
D03-180...Y
DR81-180

D00-200-01...10

12...18
20...32
01...10
12...18
20...32

D81-200 ...Y

D86-200 ...Y

DR61-200

D00-250-01...10

12...18
20...32
01...10
12...18
20...32
D05300-02...10
12...18
20...40

020-300-01-.-10
12...18

100

100

100

120

140
1.25
100

140
125
100

100

85

125

130
115
90

130
115
90

120
105
80

140
125
100

3

RIP127-100
HM100g12

HS152-180
EU140920

RUISO
RS152-180

BM1409g20

HS152-180

RU140g20
RS152-180
RM140g20
BM1SO
HS152-160

BU140g20

RS152-160

HU140920

RT230-170

. HU152-180

0,198
0,174

0,136
0,138

0,125
0,136

0,133

0,138

0,133
0,136
0,133
0,125
0,136

0,133

0,136

0,133

0,098

0,086

W35-16

0.0188

0,17

0,12

0,095

0,10

0,10

0,10

0,10

0,02

/ 14 ¢ 17 / Ha

/ 28

/2,5

/2,5

/ 28

/ 28

/ 28

/4,5

s ,

¢ 32 / Na

- 3,0/

*

*

32/

32 7/

32 /

327/

32 7/

41 7/

Na

Na

Na

Na

Na

Nm

Nm

Ha

NB

kN

2/



DR63-320

020-100-01...10
12...18
20...32

ibid3-400

D00-150-02. ..10
12...ta
20. . .32

020-500-02... 10
12.. .18
20...40

D20-S00-02...10
u..:-_%*

20...32

020-1100-01.,.10
12...32

020-1600-01...10
12...32

/f Jezeli w tablicy nio podaje sie osobno danyoh dotyczacych diod o polaryzacji
do diod obydwu

Moment skrecajacy Srub mooujgoyoh podstawe ptaska diody na radiatorze.

110

125
110
85

110

115
100
75

130
115
90

95
80
55

115
90

100
75

polaryzacji.

RU152-160

RU152-180

RU152-160

RT230-170

R0152-170

RU152-170

RY205-190

11X205-190

0,086

0,086

0,086

0,098

0,086

0,086

0,047

0,047

W35-16

W35-16

W35-16

W35-17

w35-17

w48-19

w48-19

0,0188

0,0188

0,0188

0,0188

0,0188

0,0120

0,0120

odwrotnej

0,095

0,095

0,095

0,12

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

/4.5 ¢ 6,2/ kN

/4,5 + 8,2/ kN

/4,5 + 3,2/ kN

/ 38 ¢ 41 / Nm

/ 9 @11/ kN

/ 9 ¢ 11 / kN

/22,5+24,2/ kN

/22,5+24,2/ kN

/ "R" [/ zamieszczone dane odnoszg sie
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INFORMACJA FIRMOWA ZE ,LAMINA”

Zaktadowy OsSrodek INT1E IAMINA prowadzi Ffirmowa informacje tcchniozno-handlowg
dla aktualnych i potencjalnych uzytkownikéw wyrobéw.
Kolejna pozycja wydawanej przez osrodek literatury firmowej Jest katalog akré-

oony przyrzadéw podprzewodnikowych produkojl ZE LAMINA obejmujacy oztory ozesol:

Diody 198a
Tyrystory ,» druku
Bloki elektrolzolowane i Jednofazowe mostki prostownicze w druku

Bloki modutowe w opraoowanlu

Literature firmowg ZE LAMINA
rozpowszechnia:

Dziat Marketingu
tel ,58-70-61 - 8 wew.161; t»l«X 813383



Producent:

LAMINA
ZAKELADY ELEKTRONOWE

ul .Putawska 34, 05-500 PtaeeosBo
Taleton: 58-70-61*68 Teles 8133S3

laioraaoja techniczna:
ZAKEADOWY OSRODEK INFORMACJI r-AOKOWEJ

TECHNICZNEJ 1 EKONOMICZNEJ

Dystrybutor:

m UMITRR
UNIZET

CENTRALA HANDLOWA PODZESPOLOW ELEKTRONICZNTCH
Dziat Elementéw Pédprzewodnikowych

ul .Kolejowa 15/17, 00-950 Warszawa

Telofon: 32-23-36, Telex 813435

Infomaoja handlowa:
DZIAL PLANOWANIA
ZBYTU I EKSPORTU



